
AF124 

Typ tranzystora: tranzystor germa-
nowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystor germanowy 
stopowy dyfuzyjny, p-n-p w obu-
dowie metalowej TO-72, ekran 
połączony z obudową 
Zastosowanie: układy małoszumne, 
wzmacniacze akustyczne w odbior-
nikach F M 
Typy podobne: GF132, GF514 
(Tes), AF114, AF164 (Ates) 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
~IcBO 90 180 [AA przy IE = 0, -UCB = 6 V, tj = 75°C 

~IcBO 1,2 8 fxA przy IE = 0, - UCB = 6 V 

-Ib 7 25 fiA przy IE = 1 mA, — UCB = 6 V 
-UBE 210 270 330 mV przy —Ic = 1 mA, —UCE = 6 V 
h21e 150 przy — I c = 1 mA, — UCE = 6 V 
~C12e 1,5 p F przy — I c = 1 mA, — UCE — 6 V 

Slib 15 m f l r 1 

—Cilb 5 p F 

bl26l 0,45 m f l - 1 

<Pl2b 250 O przy IE = 1 mA, -UCB = 6 V, / = 100 

\y2ib\ 16 m f l - 1 

vn b 95 O 

S22b 0,3 m a - 1 

C22b 2,5 p F 

1*121.1 20 a przy IE = 1 mA, —UCB = 6 V 

f r 75 MHz przy = 1 mA, — UCB = 6 V 
F 8 9,5 dB przy = 1 mA, Rs = 60 Cl, 

/ = 100 MHz, -UCB = 6 V 

GP 12,5 14 dB przy / = 100 M H z 

max !.1 6 1 

7 

max5,8 
i) przewód ekranujący połączony z obudową 
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Rys. 1-143. AF124 

« tamb = 25°C 



AF124 

Wartości graniczne 

— UqbO max 3 2 V p x tot max 6 0 3 ) mW 
— UcER max 3 2 2 ) V 0 max 7 5 ° C 

UcEO max 1 5 V 0 max 9 0 °C 
~ 'c max 1 0 mA D th j-a max 0 , 7 5 °c/w 

l-^filmax 1 mA n 
th j-c max 0 , 4 °C/mW 

'e max 1 mA fstg — 5 5 - r + 7 5 b C 
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Rys. 1-144. Układ pomiarowy wzmocnienia mocy Gp 

^ wy 
G" = Ti— ^ = 0,073 - ^ - -

Ri 
R jest tak dobierana, aby całkowita impedancja R, składająca się z R i obwodu równoległego 
wynosiła 3,3 kfi , L — rdzeń ferrytowy 

21 ZBIZE < 1 5 
3> tamh = 45°C 



Rys. 1-145. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 

Rys. 1-146. Charakterystyka statyczna tran-
zystora 

Rys. 1-147. Zależność składowych admitancji 
od częstotliwości 
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Rys. 1-148. Zależność fazy admitancji i po-
jemności od częstotliwości 
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Rys. 1-149. Zależność 
od napięcia 

-uCB[v] to 

składowych admitancji 
kolektor-baza 

Rys. 1-150. Zależność składowych admitancji 
od prądu emitera 

Rys. 1-151. Zależność napięcia UCER od sto-
sunku impedancji ZB/ZE 


